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研究成果の概要 

 

「強誘電体素子による新コンピューティング技術」に関し、音声認識応用のための、並列データ処

理による FeFET を用いたリザバーコンピューティング（RC）の新方式を提案し、仮想ノード数、入力

波形、異なる周波数チャネルや各種電流の時間応答の組み合わせの最適化により、0 から 9 の英

語数字発話音声認識タスクに対し 95.9 %の分類精度を実証した。また、ランダム重みの RC を提

案し、SNN に比べて 1/3 の回路面積を実現すると共に、FeFET のエラーにロバストであることを実

証した。IoT エッジデバイス向けに超小型・低電力でイベントデータを処理する Convolutional 

LSTM、約 10,000次元のHypervectorのパターンで情報を記憶するHyper Dimensional Computing

を提案した。イベントドリブン処理のデモとして、未来予測のアーキテクチャも提案した。漏れ積分

素子実現に向け、非対称酸化物電極構造の採用により、アナログ抵抗スイッチングを示す強誘電

トンネル接合の開発に成功した。「強誘電体メモリ・ロジック技術」に関し、FeRAM 向け HZO MFM

メモリにおいて、低電圧動作が期待できる 4 nmの HZOに対して、3MV/cm、1.2 V動作を用いるこ

とで、絶縁破壊と疲労による分極劣化の２つの機構の下で信頼性を最大化できることを明らかにし

た。「強誘電体材料・評価技術」に関し、電圧印加第二次高調波（SHG）を用いた分極評価法にお

いて、ITO/HZO/ITO 接合の SHG の強度変化が、電圧印加により反転する HZO の分極と反転し

ない表面や界面等の非対称性に起因する分極から発生する SHG 光の共存により説明できること

を明らかにし、時間分解 SHG 測定から分極反転特性を解析するために必要な物理モデルを構築

した。また正圧電応答顕微鏡法による分極評価において、空間分解能の検証を進め、10nm 厚

HZO 薄膜は初期状態から強誘電相であり、数 100nm の大きさのドメインを有していること、電界印

加によりほぼ全ての領域の分極が反転することを明らかにした。 
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